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Mit fortschreitender Technologie werden die Strukturen (Shapes) integrierter Schaltkreise 
immer kleiner und sind heute nur noch wenige Nanometer schmal. Dieser Trend erfordert 
jedoch eine genaue Beschreibung und Berücksichtigung von Regeln im Layoutentwurf, die 
es dennoch erlauben, dass die Masken bei der Layout-Generierung unterhalb der Licht-
wellenlänge von 193nm hergestellt werden können. 
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Nach einer Einführung in den Layoutentwurf gibt der etwa 45-minütige Vortrag einen  
Überblick über hierbei zu berücksichtigende aktuelle Regeln bzw. Randbedingungen 
(Constraints). Dabei werden eine Klassifizierung der Design-Regeln vorgenommen und 
verschiedene Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Des Weiteren wird Double-Patterning 
diskutiert – ein Verfahren, das im Lithographie-Prozess führender Technologien zur An-
wendung kommt. Diese neue Technik erfordert eine Erweiterung um grundlegend neue 
Design-Regeln, die gleichzeitig interessante mathematische Problemstellungen aufwerfen.  
 
Der Vortrag schließt mit einer Vorstellung von Methoden, wie die Ausbeute (Yield) bei der 
Fabrikation von integrierten Schaltkreisen zukünftig gesteigert werden kann. 
 


